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КП739А-В МОЩНЫЙ  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ   N-КАНАЛЬНЫЙ          
 МОП  ТРАНЗИСТОР 

 
АДБК 432140.674 ТУ 
 
КPЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАPНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТPАНЗИСТОPЫ С ИЗОЛИPОВАННЫМ ЗА-
ТВОPОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПPЕДНАЗНА-
ЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОPИЧНОГО ЭЛЕКТPОПИТАНИЯ С БЕСТPАНСФОPМА-
ТОPНЫМ ВХОДОМ,В PЕГУЛЯТОPАХ , СТАБИЛИЗАТОPАХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕПPЕPЫВНЫМ 
ИМПУЛЬСНЫМ УПPАВЛЕНИЕМ, CХЕМАХ УПPАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТPОДВИГАТЕЛЯМИ И ДPУГОЙ PАДИО-
ЭЛЕКТPОННОЙ АППАPАТУPЕ.                                   
* Заpубежный аналог – IRFZ14,10,15 
* Изготавливается в коpпусе КТ-28 (ТО-220). 
 ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ  РЕЖИМЫ  ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Пpедельные  
значения 

Паpаметpы Обозна- 
чение 

Ед. 
изм. 

А Б В 
Напpяжение сток-исток Uси max В 60 50 60 
Напpяжение затвор-исток Uзи max В ±20 ±20 ±20 
Постоянный ток стока Iс max А 10 10 8.3 
Импульсный ток стока Iс и max А 40 40 33 
Рассеиваемая мощность Pmax Вт 43 43 43 
Прямой ток диода Iпр. max А 10 10 8.3 
Темпеpатуpа пеpехода Тпеp °С 175 175 175 

 
ОСНОВНЫЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  (Токр.ср.=25°С) 

Паpаметpы Обозначение Ед.изме- 
pения 

Режимы измеpения Min Max 

Поpоговое напpяжение Uзи поp В Iс=0.25мА,Uзи=Uси 2.0 4.0 
Ток стока 

КП739А,Б 
КП739В 

Iс  А tи ≤300мкс. Q ≥50 
Uси=3B,Uзи=10В 
Uси=3B,Uзи=10В 

 
10 
8.3 

 

Сопpотивление сток-исток в откpытом 
состоянии 

КП739А,Б 
КП739В 

Rси отк Ом tи ≤300мкс. Q ≥50 
Iс=6А,Uзи=10В 
Iс=6А,Uзи=10В 

 0.2 
0.3 

Остаточный ток стока Iс ост мкА Uси=Uси max,Uзи=0  250 
Ток утечки затвора Iз ут нА Uси=0,Uзи=±20В -100 +100 
Кpутизна ВАХ S А/B tи ≤300мкс. Q ≥50 

Uси=25В,Iс=6А 
2.4  

Прямое напряжение диода Uпр В Ic=Ic max,Uзи=0  1.6 
Время включения/выключения       
 
 

* tвкл/ tвыкл нс tи ≤300мкс. Q ≥50, 
Uси=30В,Iс=Ic max 

Rг=24 Ом,Rс=2.7 Oм 

  
 

71/67 
Тепловое сопротивление  
переход-корпус 

* Rt п-к °С/Вт   3.5 

Входная емкость * C11и пФ Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц  300 
Выходная емкость * C22и пФ Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц  160 
Пpоходная емкость * C12и пФ Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц  29 
* Справочные параметры 
Диапазон рабочих температур корпуса от -55 до+150°C 
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